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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件，包括：
一位元線，沿一第一方向延伸；

一第一字元線，沿一第二方向延伸並設置在該位元線上方；

一第二字元線，沿該第二方向延伸並設置在該位元線上方；以及

一第一柱結構，與該第一字元線和該第二字元線重疊，

其中該第一柱結構設置在該位元線上方並位在該第一字元線與該第二字元線之間，

其中該第一柱結構包括一垂直通道電晶體的一通道區。

2.　如請求項 1所述之半導體元件，還包括含有沿該第一方向設置的該第一柱結構的多個柱
結構。

3.　如請求項 2所述之半導體元件，其中該多個柱結構交替設置在該位元線的相對側上。
4.　如請求項 2所述之半導體元件，其中該多個柱結構與該位元線的相對側交替重疊。
5.　如請求項 1所述之半導體元件，還包括含有沿該第二方向設置的該第一柱結構的多個柱
結構。

6.　如請求項 5所述之半導體元件，其中該多個柱結構交替設置在該第一字元線的相對兩側
上。

7.　如請求項 5所述之半導體元件，其中該多個柱結構與該第一字元線的相對側交替重疊。
8.　如請求項 1所述之半導體元件，其中該第一字元線和該第二字元線經配置以導通該垂直
通道電晶體的該通道區。

9.　如請求項 8所述之半導體元件，其中該位元線、該第一字元線和該第二字元線經配置以
選擇包括該垂直通道電晶體的一記憶體單元。

10.   如請求項 1所述之半導體元件，其中該第一字元線與該第二字元線相對於該位元線而設
置在不同高度。

11.   如請求項 1所述之半導體元件，還包括一接觸區，設置在該第一柱結構上方。
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12.   如請求項 1所述之半導體元件，其中該第一柱結構沿一第三方向延伸。
圖式簡單說明

藉由參考詳細描述以及申請專利範圍而可以獲得對本揭露更完整的理解。本揭露還應理

解為與圖式的元件編號相關聯，而圖式的元件編號在整個描述中代表類似的元件。

圖 1A是頂視平面示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的一部分。
圖 1B是頂視平面示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的一部分。
圖 2A是頂視平面示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的一部分。
圖 2B是剖視示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件。
圖 3A是頂視平面示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的製備方法的一或多個階段。
圖 3B是頂視平面示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的製備方法的一或多個階段。
圖 3C是頂視平面示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的製備方法的一或多個階段。
圖 3D是頂視平面示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的製備方法的一或多個階段。
圖 4是流程示意圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的製備方法。
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